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MEMORTA DESCRIPTIVA
nara solieitar
PATENTEZ DE INVENCION
en
ESPAH A
por VEINTE aflos

a nombre de JANINA GUHZVISKA de nacionalidad polaca, resi-
dente en 16 Bue Jalowcowa, Varsovia, Polonia, por:

"UN DISPOSITIVO SENICONDUCTOR EXTRINSECO"

El objeto del presente Invento es un dispositivo se-
miconductor extrinseco, destinado especialmente a las nece
sidades de la calefaccidn eléctrica, dispositivo semiconduc
tor que se puede moldear, gue se presenta en forma de capa,
ete., ¥y que posze propiedades duraderas esbables para un -
veriodo de tiempo indefinidamente largo y para una gama de
tenmeraturas variables.

Se conocen ya semiconductores de esta clase, pero su
nroduceidn exige, o bien cuernos simples de una pureza =---

fguel por lo menos a 99,9999 %, tales como el germanio o -
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el silicio, con adicidén de 4dtomos de otros metales, por --
¢jemplo, ya sea Sxidos de metales de transicidn que se d§§
proporcionan bajo el efecto de la temperatura, ya sea adi-
ciones afiadidas de modo suplementario a los iones de Gife-
rentes valores en materia a causa de la transgresidn del -

estado de equilibrio de la reaccién, -
2 b Cl5 > Nb 015 + Nb + 1/2 Glz

gracias a lo cual pasan a ser materiales conductores.

Pero los elementos semiconductores de ssta clase se
calientan despues de haber sido conectados a una fuente de
corriente, la temperaﬁura del dispositivo aumenta, el equi
librio del proceso redox varia, como resultado de lo cual
el ndmero de agentes de transporte de la corriente aumenta
o disminuye. La atmdsfera ambiente ejerce sﬁs efectos so=-
bre la resistencia de tales elementos, especialmente por -
el oxigeno contenido allf que oxida el dispositivo conduc-
tor a las temperaturas superiores. Se ha comprobado que -=-
una adicidn de 0,001"% de oxigeno puede cambiar algunos bi
llones de veces la conductibilidad del slemsnto que se tues
ta 0 que Dasa a ser entonces un aislante.

Desde el vunto de vista del vrocedimiento la produc-
cién,-de esta clase de semiconductorss extrinsecos, exige
el empleo de materias primas de pureza muy grande, lo que
influye considerablemente en el precio de coste.

Se ha comprobado igualmente que, en los semiconducto
res extrinsecos, la misidn de agentes de transporte de ls
corriente incumbe generélmente a los electrones y a las la

gunas de las adiciones a las temperaturas inferiores, mien
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tras que esta misién incumbe a los electrones y a las lagu
nas de la red principal a las temperaturas superiores, es
decir, en estos semiconductores conocidos, incluso sin va-
riacidn del estado de equilibrio de la reaccidn, la conduc
tibilidad aumsnte impetuosamente.

T1 invento se proponia descubrir una sustancia de es
tabilizacién tal que resule el nfmero de agentes de trans-
porte de la corriente en cualesguiera condiciones, particu
larmente a temperatburas diferentes, con objeto de que las
propiedades del elemento de caldeo sezdn el invento perma-
necieran constantes para una amplis gama de temperaturas.

Se ha comprobado ahora gque esta finelidad puede ser
alcanéada, v esto constituye el objeto del presente inven-
to, cuando la composicidn estd constitufda por una sustan-
cia de base de compuestos metdlicos y, eventualmente, de -
sustancias de adicidn como solucién en la cual la condicién
de estabilidad de la conductibilidad es relativa al equili
brio del potencial redox, es decir, que se emplean all{ es-
tabllizantes.

Se ha comprobado ademas que se producen semiconducto
res adicionados estabilizados destinados a las necesidades
de la calefaccidn eléctrica cuando la composicidn semicon-
ductora contiene, ademas de la sustancia y, eventualmente,
de las adiciones, una sustancia gue en lo que sigue se de-
signard como “estabilizantes térmicos".

Largas pruebas han demostrado que los compuestos en
los cuerpos sirples que poseen un idn cuyo radio es infe--
rior al de la sustancia de base, convienen muy bien para -
esta finalidad, puesto que, por una varte, a las temperatu

ras inferiores, actuardén como adiciones, por cue se aloja-
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rédn en el interior de la célula estructural de la red cris

talogrdfica y, por otra parte, a las temperaturas superio-
res, se alojardn en los nudos de la red y producirdn los -
agentes de transporte ds la corriente de un tino contrario
al de los agentes principsles, por lo cual se efectuard --
una recombinacidn parcial y el nimero de agentes de trans-
porte de la corriente volverd al sstado primario.

El procedimiento segin el invento secaracteriza por
gl hecho de que la produccidn de semiconductores extrinse-
cos estabilizados destinados a ser empleados en la calefac
cidn eléctrica, se obtiene por la adicidn de los llamados
"estabilizantes térmicos™ a la sustancis de base, o, even-
tualmente, a las adiciones. .

Como estabilizantes térmicos convienen muy bien los
iones de un radio inferior gl radio de los iones de lg red
prineipal, Los mejores efectos son producidos vor los iones
de los cuerpos simples del segundo gruno de la clasifica-~-
cidn peribdica, puesto Que poseen un radio menor.

Los semiconductores extrinsecos segln el invento son
producidos de la masnera siguien%e: se caliente hasta una -
téﬁperatura préxima a la de reblandecimiento de la mezcla
constituida por compusstos metdlicos a los cuales se han -
afladido adiciones y necesariamente sustancias que estabili
zardn el estado de la conductibilidad eléctrica, y luezo se
muebe esta mezcla recalentada, que se enfria rapidamente;
eventualmente este procesoc de caldeo y molienda se repite
varias veces hasta la obtencidn de un polvo seco Finamente
cristalizado. Se ha mostrado dtil a veces mezelar bien al
comienzo los componentes de la mezela prepvaradas. Bs dtil -

entonces disolverlos o dispersarlos en un disolvente o en
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un diluyente tal como sl agua, los“alééhoies, los écidos,
los éteres u otros, y despues de una mezcla minuciosa, la
solucidn se somete a una vaporizacidn, despues de lo cual
se procede de lg misma manera que segin el invento,

Todos los compuestos metdlicos pueden ser empleados,
en el procedimiento sesgdn el invento, como sustancia de --
base, bvero deberdn ser resistentes a las Temperaturas supe
riores a 70°G, mientras cue eventualmente, como adiciones
pueden ser empleadas tanto sustancias desoxidantes como --
oxidantes, por lo tanto el oxigeno, el dcido crdmico, el -
agua oxigenada, los alcoholes, el hidrégeno, los compues--
tos mstdlicos de los grupos de transicidn, de otro valor -
que la sustancia de base.

¥l semiconductor extrinseco segin el invento deberd
contener de 50 a 99,9% en peso de la sustancia de base even
fualmente mezelada con ediciones, mientras que la cantidad
de sustancias de estabilizacidn térmica variard en los 1i-
mites de 0,1 a 50% en peso de la mezcla. ‘

Los semiconductores extrinsecos segin el invento vue
den ser revestidos segin procedimientos conocidos por pul-
verizacidn o vor revestimiento., Penetran en la capa monomo
lecular de la suverficie de la sustancia resistente al ca-
lor. En el caso de recubrimiento de una suverficle trans--
wrente tal como el vidrio, el cuarzo, la mica, los plésti-
cos, los minerales, ete., vor ejemnlo, con las sustancias
segdn el invento, se obtienen elementos gue poseen una ca-
pa de caldeo transparente. Zste hecho provorciona vosibili
dades de empleo ventajosas, espscialmente en la industria
aufmica, farmacéutica, ete.

£l recubrimiento con semiconductores extrinsecos se-
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gin el invento de otras sustancias refractarias tales como
la cerdmica, la vporcelana, los minerales, esmaltados o re-
vestidos de dxidos metdlicos, ofrece toda una nueva gama -
de nuevas aplicaciones Ubtiles a la técnica ¥ a la econcmia
doméstica.

Igualmente, gfacias a los semiconductores extrinse--
cos segin el invento, se puedsn dar formas diversas a los
elementos de caldeo, que no solo sustituyen con éxito a --
los elementos conocidos con resistencia, tales como los ==
alambres résistentes nichromes, siliciqos,'etc.; sino gue
son superiores a estos desde el punto de vista de longevi-
dad y de la gama de empleo, debido a que es posible produ-
cirlos bajo cualquier forma conveniente, ¥y adends pueden -
gser emnleados en cualguier gama de temneratura hasta 2.500O
inecluso.

El invento se caracteriza por ¢l hecho de que el pre
cio de coste de los m=miconductores extrinsecos segin el in
vento es varias veces inferior al de los semiconductores -
conocidos del mismo tivo, por que las materias primes em--

pleadas de una pureza técnica son muy baratas.

Ejemplo I

Con la finalidsd de comprobar las propiedades de los
semiconductores extrinsecos segin el invento, se ha prepa-
rado una mezcla semiconductora segin las reivindicaciones
1-15 con objeto de mezclar los diferentes componentes de
la tabla 1, luego se ha formado su estructura, se han ca--
lentado hasta la temperatura préxima a la temperatura de -
fusidn, despues de lo cual esta mezcla fué molida y enfria

de. Estes operaciones fueron repetidas varias veces hasta
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la obtencidn de un polvo activo ¥y seco finemente cristali-
zado.

Se han recubierto los bojetos citados en la tabla 1
con las mezclas asi obtenidas, de mansra que se han obteni
do capas semiconductoras que han resistido & las temperatg
ras indicadas en dicha tabla y cuye duracidn de las prue--
bas variaba de 3000 horas a dos afios.

Los resultados obtenidos son puestos de manifiesto -
en la tabla 1, donde se han emplcaco las siguientes desig-

naciones:
A - Sustancia de base

5, - Hstebilizante térmico

D - Adicidn en cantidad vonderal

J393€5
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BT
Chbjeto
simbolo cantidad | simbolo cantidad | simbolo ca
Porcelana 7n Clz 100 Sb 015 10 be Cl2
Zn 012 100 Sb 015 10 -
Vidrio Bi Clg 100 hydrazina 5 , I.:‘L:5 GO5
Hb Clg 50 - - B /0CHz/
alcoholsto alcoholato alcoholato
Porcelana
de crorio 100 de vanadio 10 .de litio
50365
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Tabla ¥ 1

o
_Jﬁaﬁ%

e

BT
, Durgeidn| Obser
simbolo cantided L/? Tempera|de las | vacia
. turda |pruebas | nes ~
o . prueba
Be Glg 2 0,3 450°C |4 mols | interrunm
pida
. p;qdqg
¢idn de
- - 1 o 450% |10 1 chispas
. )
L13 G0 5 0,1y 350°C [2 ans
B /0CHz/ 50 12 4| 350°C |3000 h
alcoholato
de litio 5 3 ] 700°% %000 h

b
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Ejemnlo 1T

Produccidn de piezas moldeadas calentadoTras en su vo

lumen entero

Se hz vrevarado un semiconductor extrinseco cus com-
prende!

Sn 02 - 80 canticades vonderales

v O — 50 1" i1

Li ¥ - 20 " b

La mezcla prenarsda seasin las reivindicaciones 1-158

n bastoncillos de la longitud de 20 cm

@

fué luego moldeada
y un didnetro de 1 ecm en un molde conveniente, en la pren-
sa hidrdulica. Los extremos del bastoncillo fueron recubler
tos con una pasta de plate y se han montado anillos netéli
cos en &1, despues de lo cusl el bastonecillo fué conectado
a une fuente de corrientz eléctrica.

£1 elemento cslentador asi obtenico pronoreiond una

temperatura de 85000 conservando a la vez constsntemnente -

sus propiedades eléctricas durante algunos meses.
Bjsanlo TIT

Caldeo de un anarsto de cuarzo de laboratorio

Una columna de cuarzo de rectificacidn de 100 platos,
un colador de cugerzo y una instalacidn de cusrzo Dara le re
duceidn de los compuestos metdlicos a la temneratura de --
l?OOOC aproximsdaizente, fueron recubiertos con una cspa ca-

lentadora semiconductora qus ce componis de:

A-1In Cl3 100 cantidsdes ponderales

5T - B Clg 10 " "
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Los resultados obtenidos fueron positivos. Especial~
umente la capa transparente de caldeo did una temperatura -
uniforme en la gama de las temperaturas de 20 a 1000°C du-
rante dos afios de explotacidn. Sin estabilizantes térmicos,
el efecto obbenido fué negativo.

La presente solicitud qus corresponde a la Presenta-
da en Polonia con fecha 22 de Junio de 1965 bajo el ninero
P 109.676, se acoge a los beneficios del articulo 5l del =~

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
NOoOTa

Los vuntos de invencidn vropio ¥ nueva que se bresen
tan para que sean objeto de la presente solicitud de Paten
te de Invencidn en Espaiia, por VEINTE afios, son los sizuien
tes:

l.- Un dispositivo semiconductor extrinseco, caracte
rizado porque contiene compuestos de metales con no meta—-
les, que resisten a la temperatura superior a ?OOC, subs-~
tancias que estabilizan la conductividad eléctrica Yy even~
tualmente substancias de adicidn, mezcla en la cual la can
tidad de combuestos metdlicos con los no metalicos junto -
con substancias de adicidn comprende de 50 a 99,9% en peso
con relacidn al semiconductor extrinseco, mientras que la
substaneia de estabilizacidn constituye de 0,1 & 50% en ps
so con relscidn a este semiconductor,

2.- Un dispositivo segln la reivindicacidn 1, carac-
terizado porque comprende como substancias de estabiliza--
eidn comnuestos, o cuerpos simples, cuyos iones tienen dia

rmetros inferiores a los diametros de los iones del compues
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to netalico, tales como los que en la clasificacidn perio-
dica ocupsn un periocdo inferior al de los iones del com~=--
nuesto de metal con no metales.

Z.- Un dispositivo segin la reivindicacidn 1, carac-
terizado porgue comprende substancias de adicidén en canti-
dad hasta 50% en peso con relacidn al compussto metdlico,

4.~ Un disnositivo sezin la reivindicacidn 2, carac-
terizado norguc comprende como substenciass de estabiliza--
¢idén compuesstos o cuernos simnles del segundo pericdo de -
le clasificacidén veriodica de los clementos, cuando el con
puesto del nmetal con los no metales es un compuesto de los
cuerpos simples del grupo de transicidn.

.- Un dispositivo segin la reivindiczcidn 1, carac-
terizado vorque cosvrende como comnusstos del metal con --
los no metales halo~enuroc, sulfuros, carturos, carvbonatos,
corinuestos drseno ion metdlicos del metal del grupo 2 a 5
de la clasificacidn periocdica delos elementos.

6.~ Un dispositivo segln la reivindicacién 1, carac-
terizado nworgue comnrende compuestos, o cuervos simples -
desoxidantes como substencias de adicidm.

7.- Un dispositivo segin la reivindicacién 1, carac-
terizado “orque comprende compuestos, o cuerpos simples --
oxidantes como substanciss de adicidn.

3.- Un disvositivo seglin la reivindicacidén 1, carec-
terizado norqﬁe estd moldeado en forma de pieza constitu--
yente de los elementos ¢e calef:zceidn autonouos, o bien --
porque se presenta en forma de tanas extendidas de una ma-
nera cualouiera sobre un matzrial aislante refrzctario teal
como el cusrzo, el vidrio, la mica, la cerdmica, los mine-

rales, la loza vidrisda, el esmalte, los oxidos metdlicos.

- 339365



9.~ Un dispositivo segin la reivindicacidn 6, cearac-
terizado porque se emplea como substancias desoxidantes, -
hidrdégeno, compuestos metdlicos del grupo de transicidn, -
desoxidantes orgdnicos tales como aldehidos, hidroquinoles

5 v otros.

10.- Undispositivo segin la reivindicacidn 7, carac-
terizado porgue se emplea como substancias oxidantes, oxi-
dantes conocidos, tales como oxigeno, peroxidos, metdles -
del grupo de transicidn y otros.

10 1l.- Un dispositivo semiconductor extrinssco.
Tal y comoc se ha descrito en la kiemoria que antecede
. ¥ vara los Tines gue se hsan especificado.
1.a presente tiemoria consta de doce hojas escritas a
. méquina por una sola cara.
15 ¥adrid, 13 ABR. 1361
P.A,

. “Dartdfd
P

ELG.
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